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Inventia se refer la tehnica de calcyl microelectronié si poate fi aplicat la producereai exploatarea circuitelor
supraintegrate dotate cu mijloace compacte derésstdiagnosticare.

Este cunoscut dispozitivul de memorie cu autotestare cotine contor de adrese, memorie (tegtadoua registre

- unul de datsi altul de isire, doi bistabili - primulsi al doilea, o intrare de sincronizare, o intraeerdsetare,
intrari si iesiri informationale [1].

Dezavantajul metodei coisin complexitatea testi prin durata de timp indelundgati rezoluia mica fagd de
defectrile de interagune( interinfluei) a celulelor de memorie.

Este cunoscatmetoda de testare, nutautotestare pseudoinelaa dispozitivelor de memorie operdtigu celule
logice unipoziionale care consfin aceeaxnumirul semnalelor de test se alege egal cu celidlaststabile diferite
ale unei celule de memorie, la inceputul ifiefale test primugi al doilea semnale de test se inscriu coresfianin
primele doa celule ale dispozitivului de capacitatea (m - nuniirul de celule), apoi se repetle m2 ori
urmatoarele opend: se citate si se adua modulo doi cotinutul celulelor, in care seigtreaz semnalele curente de
test, apoi al doilea semnal de test este interphetaalitate de primul semnal de test, iar rezultaduririi modulo
doi este interpretat n calitate de al doilea sérdnaest, se inscrie al doilea semnal de testriritoarea celd a
dispozitivului de memorie operativse compar combinaia rezultat de semnale de test cu cea de contrinl cazul
coincidenei se efectueaziteraiile de test cu alte combitiainitiale nenule ale valorilor semnalelor de testapian
prima necoincidei a combingei rezultate cu cea de contrglin acest caz se decide dispozitivul de memorie
operatia este defectat [2].

Dezavantajul acestei metodg 4 dispozitivului respectiv) conistn aceeaxnu se asigudrtestarea dispozitivelor de
memorie operati;, inclusiv a circuitelor de memorie, cu celule kx®imultipoziionale, adid@ cu binaritatea
cuvantuluin>1.

Cea mai apropiatsoluie dupi esen si rezultatul oljinut este dispozitivul de autotestare a memorierafive care
coniine un registru de sincronizare, intrarea de simeeoe a gruia este intrarea de sincronizare a dispozitivulai
grup din trei contoare, iriirile de resetare aledimra sunt conectate cu intrarea de resetare atmdgisde
sincronizaresi la intrarea de resetare a dispozitivului, memoparatia (RAM-ul), un grup de bistabili, un sumator
(element logic de sumare) modulp g=2 (- sau exclusiv), irea diruia este conectatla intrarea de date a
memoriei, o intrare este conedtdd iesirea bistabilului doi, iar cealdltintrare - la igirea primului bistabil, intrarea
de date aauia este conectata intrarea de date a bistabilului gola iesirea de date a memoriei, iftile de adrese
ale d@reia sunt conectate respectiv lgirige informationale ale contoarelor, intrarea de citire-inseriela intrarea de
permitere a contorului treii la iesirea a patra a registrului,sieea a treia a @ruia este conectatla intrarea de
permitere a contorului daii la intrarea de sincronizare (tact) a bistabiluliai, issirea a doua - la intrarea de
permitere a primului contaii la intrarea de tact a primului bistabil, primaiie - la intérile de tact ale contoarelor
[3].

Dezavantajul dispozitivului coristn aceeaznu permite testarea memoriei operative, inclusimierocircuitelor de
memorie, cu celule de binaritateanai mare ca 1, adicu celule multipozionale.

Problema pe care o rezalinvertia const Tn extinderea performgelor fungionale ale dispozitivului.

Esena inveniei const in aceea £ in memoria operativcu autotestare, ce gome un registru de sincronizare, a
carui intrare de tact este conedtdd intrarea de tact a dispozitivului, un contorictiarea de resetare conestht
intrarea de resetare a registrului de sincronigal@ intrarea de resetare a dispozitivului, inteade decrement - la
iesirea a doua a registrului de sincronizare, igirile informaionale ale contorului sunt unite cu #rite de adrese
ale memoriei operative, un sumator modgjasuplimentar sunt incluse un grup din daagistre, igirile primului
registru fiind conectate respectiv la primul grup idtiri ale sumatorului, igrile registrului doi fiind conectate
respectiv la grupul doi de irni ale sumatorului, un comutator,sigle-intrarile bidiregionale ale gruia sunt
conectate respectiv lasigle-intrarile bidiregionale de date ale memoriei, iiite - respectiv la igrile sumatorului
modulo q, iesirile - respectiv la intfirile de date ale registrelor grupului, o péaldgica Sl, iesirea dreia este
conectat la intrarea de selectare a memoriei, prima pdagica SAU, issirea creia este conectata intrarea de
increment a contorului, intrarea a doua - la isade tact a registrului doi din grgiga iesirea a patra a registrului
de sincronizare, a doua paaltbgica SAU, issirea direia este conectata intrarea de citire-inregistrare a memoriei,
prima intrare - la prima intrare a oS si la intrarea de tact a dispozitivului, iar a doniare - la intrarea a doua a
pottii SI, la intrarea de comutare a comutatorufula iesirea a doua a registrului de sincronizare, a tpsiart
logica SAU, o intrare a @reia este conectafa issirea de report a contorului, ceafalhtrare - la prima intrare a
primei poti SAU si la iesirea a treia a registrului de sincronizare, igiréa - la intrarea de tact a primului registru
din grup.

Rezultatul care poate fi ghut prin realizarea inveigi const in autotestarea dispozitivului de memorie opeiativ
rezoldia absolut de 100% pentru defertle constante ale celulelor matricei de memorie.

Totodali, acest rezultat se phe datorit faptului & procedeul (algoritmul) de autotestare se efectu@azrei
itergii de testare, iar precum a fost demonstrat in [i&aagenera a rezoltiei testirii pseudoinelare RAM. Acta
Academia, 1999, p. 169], la inceput se vor detgti@’+q+1) defeciri, apoi g/(q*+q+1) defecdri si, n sfasit,
1/(o?+q+1) defeciri din defectrile ramase g=2" prezint caracteristica campului Galois (extins). Astfansutotal
de defectri va fi egali cu 1, adia 100%.
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in fig. 1 este prezentatschema structurala dispozitivului propus; in fig. 2 - circuitul eleic al registrului de
sincronizare; in fig. 3 - diagramele de timp decfionare a dispozitivului.

Dispozitivul propus este compus din registrul deinizare 1, contorul 2, memoria operat; sumatorul modulo
g 4, un grup de registre 5, iatile de resetare § de tact 7, comutatorul 8, o poartbgici Sl 9, trei poti logice
SAU 10, 11, 12 (fig. 1).

Intrarea de tact 7 este uhitu intrarea de tact a registrului de sincroniZagecu primele intiri ale potilor SI 9 si
SAU 11, intrarea de resetare 6 comanit intiirile de resetare ale registrului de sincronizarg dontorului 2,
intrarea de decrement &rgia este cuplatcu isirea a doua a registrului de sincronizare 1, ctaiite doi ale
porilor SI 9, SAU 11si cu intrarea de comutare a comutatorului 8, iei@ade increment - cusieea potii SAU 10,
iesirea de report - cu prima intrare a fioBAU 12, iar iairile informationale - respectiv cu iritrile de adrese ale
memoriei 3, intrarea de selectareieeta este conectata iesirea potii Sl 9, intrarea de citire-inregistrare - Igirea
porti SAU 11, iar iairile-intrarile bidiregionale de date - respectiv lasie-intrarile bidiregionale ale
comutatorului 8, igirile caruia sunt unite respectiv cu idtile de date ale registrelor 5, iar #rite - respectiv cu
iesirile sumatorului modula 4, primul grup de intiri al ciruia comunié respectiv cu igrile primului registru 5.1,
iar al doilea grup de irttri - respectiv cu igrile registrului doi 5.2, intrarea de tact &gia este conectata intrarea
a doua a paii SAU 10si la iesirea a patra a registrului 1,sieea a treia airuia este conectata prima intrare a
porti SAU 10si la intrarea a doua a gorSAU 12, issirea dreia este unitla intrarea de tact a registrului 5.1.
Registrul de sincronizare 1 poate fi realizat, lengplu, conform circuitului din fig. 2, cginand patru bistabili 1.1,
1.2, 1.3si 1.4, issirile carora sunt igirile registrului 1, totoddt iesirea bistabilului 1.4 este conectdh intrarea de
date a bistabilului 1.1, §&ea druia este conectata intrarea de date a bistabilului 1.Ziiea c¢ruia comunié@ cu
intrarea de date a bistabilului 1.3sifea druia este cuplatcu intrarea de date a bistabilului 1.4, intrareaatt a
caruia este unit cu intrarile de tact ale bistabililor 1.1, 1.2, 1sBcu intrarea de tact a registrului 1, iar intracea
resetare - cu indrile de setare ale bistabililor 1.2, 1.3, intradearesetare a bistabilului 1silcu intrarea de resetare
a registrului 1.

in calitate de bistabili pot fi fologi bistabili RS din microcircuitul K155 TM2 I[luno B.JI. [omynspHbie
mukpocxemsl TTJI. M, Apryc, 1993]. Intarile R si S, neimplicate Tn funonarea dispozitivului, se vor conecta
(pentru certitudine) printr-o rezist@nde 1 K la sursa logic ‘1'.

Contorul 2 este un dispozitiv cunoscgit poate fi construit pe baza microcircuitelor K185/ [[uno B.JI.
Ionynsipusie Mukpocxemsl TTJI. M, Apryc, 1993], asigurand generarea valorilor din intarvg0,1, ..., m-1};
iesirea de report TG a microcircuitului respectiv, care este conectat iesirea de report a contorului 2, este
inversai prin intermediul unei por NU din componeta microcircuituluiK155TH1 [Iluno B.JI. TTomynsapHbie
mukpocxemsl TTJI. M, Apryc, 1993].

Memoria operati¥ 3 cu binaritatea cuvintelor de ntibin>1 si g=2") este unitatea care se testegizeprezini un
microcircuit de memorie operafi\(static) cunoscut, de exemplu, microcircuitul KS37E3 [MukpocxeMbl MamsITH.
LIAIT u ALIIT: cnpaBounnk. 2 u3a., crepeotun. O.H. JleGenes, A-M.K. Mapunnkssmuyc, I-A.K. BornaHckuc n
ap., M, KYBK-a, 1996].

n calitate de registre din grupul 5 pot fi foldsdle exemplu, registre din microcircuitil554P11 [[lInno B.JI.
[onynsipusie mukpocxembl TTJL. M, Apryc, 1993], la care intrarea de resetgirmtrarile SOsi S1 sunt conectate la
logic ‘1’ (printr-o rezistets de 1 K2).

Sumatorul modulog 4 este un dispozitiv specializat, care pentru ckled cuvinte de intrare de binaritatea n
(fiecare) prezirit corespunator un cuvant de binaritatea Sumatorul 4 poate fi construit pe baza microdiutui
de memorie programgtde exemplu, de tipul PROM - K541 PT1 de capagit#t56 X 4 MukpocxeMbl MaMsaTH.
LIAIT u ALIIT: cnpaBounnk. 2 m3x., crepeornn. O.H. Jle6enes, A-M.K. Mapumnakssuayc, 3-A.K. Bornanckuc u
ap., M, KYBK-a, 1996]. Microcircuitul de memorie este programatfed incat 8 realizeze tabelul de adunare
modulo polinomulg(Z) in campul Galois extins GF{2a termenilor polinomului generatg(X), g(Z) - polinom
ireductibil de gradul n, adicdegg(Z)=n si coeficiertii in cadmpul GF(2). Polinomub(X), conform metodei de
testare [2], este un polinom ireductibil primitie gtructurap(X)=1+ax+bxX, unde a, i1 {0,1, ..., 2-1} constituie
reprezeriri ale polinoamelor de gradul n Tn campul GF(2) hinaritatea celulelor matricei de memorie.

Pentru structura impasa polinomului ¢(X) in campul GF(9 poate fi ales, de exemplu, usiorul polinom
ireductibil: ¢(X)=1+x+9x cu polinomul minimab(Z)=1+z+Z. Tabelul de adunare x+9¢mod 1+z+7%, va fi:
Tabelul 1

X9 0 1 ]2 3 4 5 6 |7 8 9 10 (11 |12 (13 |14 | 15
0*9=0 0 1 2 3 4 5 6| 7 8 9 1 11 12 13 14 1p
1*9=9 9 8 11| 10| 13| 12| 1% 14 1 0 3 2 5 4 1 6
2*9=1 1 0 3 2 5 4 7] 6 9 8 117 10 13 1p 15 14
3*9=8 8 9 10| 11| 12| 13] 14 15 O 1 2 3 4 E & 7
4*9=2 2 3 0 1 6 7 41 5 10 11 8 9 14 1p 12 1B
5*9=11 11 | 10] 9 8 15| 14| 13 12 3 2 1 0 7 6 9 4
6*9=3 3 2 1 0 7 6 5] 4 11 10 9 8 1% 14 13 1p
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7*9=10 10 | 11| 8 9 14| 15 12 13 2 3 0 1 6 1 4 5
8*9=4 4 5 | 6 7 0 1 2| 3 12 13 14 1% 8 9 1o 1p
9*9=13 13 | 12] 15| 14| 9 8 11 10 5 4 7 6 1 d 3 2
10*9=5 5 4 | 7 6 1 0 3| 2 13 12 15 14 9 8 11 1P
11*9=12 12 | 13| 14| 15| 8 9 10 11 4 5 6 7 q ] 2 3
12*9=6 6 7 [ 4 5 2 3 0] 1 14 15 13 13 10 11§ 9
13*9=15 15| 14| 13| 12| 11) 19 9 8 7 6 5 4 3 4 1 Q
14*9=7 7 6 | 5 4 3 2 11 0 13 14 13 12 1p 1o ¢ 8
15*9=14 14 | 15| 12| 13| 10 11 8 9 6 7 4 5 2 3 ( 1

Tn acest caz in calitate de prim grup de adresamlatorului 4 pot fi selectate, de exemplu,ziite de adresare
Ao...As ale microcircuitului K541PT1, iar In calitate dedwilea grup de adrese - ifitile A4...A; ale aceluigi
microcircuit. Primul grup de adrese va indica (s#ica) nuntrul coloanei, iar al doilea grup de adrese - #uin
randului tabelului analizat. La etapa pitigpare, pentru grupurile de adrese indicate sélettsuccesiv valorile
adreselor - de la 0 la 15, in celulele respectie rmemoriei programate K541PT1 se vor inscrigrimile
corespunitoare din tab. 1.

Ca rezultat al adainii marimilor de intrare, de exemplu, 12, care vine dedgistrul 5.2 - pozia x a registrului
virtual, si 14, care vine de la registrul 5.1 - pg&i’ a registrului virtual, la igrea sumatorului 4, conform tabelului,
va apirea nirimea 11 (vezi coloana 12 randul 14 ale tab. 1). Acesteiinmi 1i corespunde combifia din patru
biti 1011,.

in calitate de comutator 8 poate fi folosit, de rap&i, microcircuitul K58AI116 [Mukponpoueccopsl 1
MUKPOTPOLIECCOPHbIE KOMIUIEKThI HHTErpajibHbIX MHUKpocXeM: crpaBouHvk B 2 T /B. B.b. A6paiituc, H.H.
AsepbsiHoB, A.M.Benoycos, moja pen. B.A.lllaxuosa, M, Paguo u cesi3b, 1988.T1], intrarea de selectare (CS) a
caruia este conectata logic 0.

In calitate de poaitSl 9 poate fi folosit poartaSl din componeta microcircuitului K153[M1 [IlInno B.JI.
Ionynsipusie mukpocxembl TTJI. M, Apryc, 1993]; iar ca par SAU 10, 11si 12 - potile SAU din microcircuitul
K1551J11 [[uno B.JI. IMonyaspusie mukpocxembl TTJI. M, Apryc, 1993].

Registrul de sincronizare 1 este destinat daplasclice a zeroului pe fonul uritilor (adica a combinégei binare
011%). Contorul 2 este destinat geivdiradreselor celulelor de memorie pentru efectaasperdilor de citire si
inregistrare. Registrele din grupul 5 sunt destirsabarii (pastrarii) valorilor curente ale semnalelor de testi(gbr
celulelor de memorie) “de caracteristicd. 2

Dispozitivul fungioneaz in modul urnitor.

La conectarea sursei de alimentaggilst registrelor, contoruluji a celulelor de memorie pot fi arbitrare.

Stirile initiale ale registrelor 5 se inscriu folosind, de eplemintrarea de inscriere in sesieaplicand semnale de
comand necesare. De exemplu, pentru caracteristica=§82 valorilor Qg si 1;5 le vor corespunde secvete
binare de lungimea n=4, respectiv, 09§i0001. (In registrele 5 aceste secyse inscriu de la stanga la dreapta).
Combinaiile de stri initiale, care trebuieasfie Tnscrise Tn registrele 5, in conformitate cetoda de testare [2],
trebuie & asigure combinile de semnale de testaretiale ale registrului virtual al structurii LFSR. éAste
combinaii pentru fiecare itenge de testare sunt 00, 8110 (in sistemul pozional de calcul cu baza q).

in momentul injial de timp podiile registrului virtual, ce corespund termenibdrsi X% ai polinomuluid(X), sunt
respectiv prima celdla memoriei 3 (in cazul analizat ea s& a# adresa Qi primul registru 5.1. Starea {iala a
primei celule de memorie este insgfis rezultatul sumei modulo polinomuZ) asupra cognuturilor registrelor 5.
In acest caz, evident starea iriald a registrului doi 5.2 trebuiei $ie aleag astfel incat la igrea sumatorului 4z
fie asigurai valoarea iriala prestabilit pentru prima celédlde memorie.

Pentru a ofine stirile initiale prestabilite ale primei celule de memorie,ecaunt 0, Gsi 1 (pe cand cele ale
registrului 5.1 sunt respectiv 0,s1.0), in registrul doi 5.2, conform tab. 1, in fe itergie de testare trebuie de
inscris intial valorile 0, 9si 1.

In momentul injial de timp la intrarea 6 de resetare a dispodiiivse stabilgte nivelul log. 0. Nivelul log. 0 al
semnalului de resetare reseteeantorul 2si instaleaz registrul de sincronizare 1 in starea ‘0111'.

Astfel dispozitivul de testare se instal@&z starea iniala.

Dupd dezactivarea impulsului de resetare (adievenirea la nivelul log. 1) de la intrarea 6, &ve generarea
impulsurilor de sincronizare la intrarea 7 (fig.sB)ncepe iteria de testare. Itefia de test coime subiterdi a cate
patru tacturi.

Prima subiterafie de testare corsin urmitoarele.

Primul tact este pratjtor si-i executat “in gol”.

La al doilea tact, conform diagramelor prezentatdig. 3, semnalul log. O de lasieea a doua a registrului de
sincronizare 1 stabiée intrarea de selectare a memoriei 3 in staréedaetdicic SELECTAT, comuteazintrarile
comutatorului 8 spre irdrile-iesirile acestuiasi deschide poarta SAU 11 pentru trecerea impulstduiact spre
intrarea de citire-inregistrare a memoriei 3. Lecérea frontului pozitiv al impulsului de tact doe Tnscrierea
datelor de la igrea sumatorului 4 Tn prima cefufcu adresa 0) a memoriei 3, decrementul contofu{waloarea lui
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devine egd cu m-1)si, ca rezultat, igirea de report a contorului 2 se stafidein starea log. ‘1’, care nu permite
trecerea semnalelor prin poarta SAU 12.

Tn tactul trei are loc comutarea imtitor-iesirilor bidirectionale ale comutatorului 8 spresiigle acestuia (DC="1"),
memoria 3 se alin stare de citire (W/R=1), iar starea ‘0O’ de dgirea a treia a registrului 1 permite trecerea
semnalului de tact spre intrarea de increment ¢ocolni 2, care duce la restabiliredrsitcontorului, adi@ a stirii
“0", si a stirii iesirii de report, care se stahite n log. ‘0.

Tn fine, tactul patru, cand semnalul de tact trdselog. ‘0’ in log. ‘1’, include inscrierea (fixaa) coinutului
celulei respective (adresa=0) de memorie 3 Tn é¢aaegistru 5.2 incrementul contorulusZincheierea opetii
de selectare a memoriei 3.

Tn subiterasia urmatoare, in tactul doi are loc inscrierea sumei moduyide la igirea sumatorului 4 in celula actaal
a memoriei 3i decrementul contorului 2, aditrecerea la celula precedinin tactul trei, deoarece starea de report
a contorului 2 este egatu ‘0’, are loc inscriereaasti curente a celulei respective a memoriei 3 giseul 5.1si
incrementul contorului 2. Opdiite din tactul patru sunt acelgaa n subiterga precederit

Astfel, Tn aceadt subitergie conform [2], se realizeaz(in totalitate) o deplasaré@rtuald a automatului liniar
(virtual), adici se citesgi se adua specific (conform structurii polinomului generatg(iX)) modulo polinomuig(Z)
continutul a doé celule de memorie, iar rezultatul adrinse nscrie intr-o adtceluk de memorie (uritoarea),
care impreulncu celula de memorie precededevine urrdtoarea pereche de celule procesate.

Subiteraia, descris mai sus, se repepari la momentul in care se ajunge la ultima ¢etld memorie cu adresa m-1
(fig. 3). In acest caz itefia de testare se finalizeain modul urnator.

Subiteraia finali (zeroul se afl in poziia a doua a registrului 1) incepe cu inscrierealt&zlui - suma modulo
polinomulq(Z) in ultima celud m a memoriei (adresa ='m-1"). Contorul 2 estetamesa maxim admisilii| de aceea
iesirea (direct) de report a acestuia se stagidela nivelul log. 0. Apoi, Tn uritorul tact, zeroul fiind Tn a treia
poziie a registrului 1, valoarea contorului 2 se goieaa cu 1, adi@ decrementedz indicand adresa ‘m-2’
penultimei celule m-1 de memorig,iesirea de report a contorului 2 se restafpdda nivelul log. 1. Trecerea din ‘0’
in "1’ a semnalului de tact cauzé&azecerea lui O din poga a treia in pozia a patra a registrului §, ca rezultat,
are loc inscrierea cgnutului celulei respective de memorie n registul si incrementul contorului 2. Tn tactul
patru cominutul celulei de memorie cu adresa ‘m-1’ se Tres@miregistrul 5.2, iar starea contorului 2 devégah cu

0, ceea ce poate fi folosit in calitate de indicaldinalizirii iteragiei de testare.

La finele ultimei subitend se compat stirile registrelor 5 cu cele prestabilgein caz de necoincidgnse accepit
ipoteza & unitatea de testare, adlimemoria operativ 3, este defectatin caz contrar, conform [2], se efectugaz
alte iteraii de testare cu alte combiiianitiale din cele declarate.

In continuare se va analiza o itgeade autotestare considerand microcircukBB7PY13 in calitate de memorie
operativi testal. Acest microcircuit are binaritatea n a celulette memorie egalcu 4, caracteristica g2
capacitatea = 1K.

Fie itergia de testare incepe cu comhiasemnalelor de test egalu 1Q¢, adici in primul registru 5.1 se va inscrie
valoarea 1,(=0001), iar in al doilea registru 5.2 - valoareg(9100%L).

Totodat la iesirea sumatorului 4 se formeaguma modt+z+7*") a acestor valori care, conform tab. 1, estezegal
0 (v. coloana 9, randul 1,) or lasigle sumatorului 4 va fi combini binag 000Q (de la dreapta la stdnga - la
iesirile grupului de la 1 la 4 ale sumatorului 4). Vatea de la igrile sumatorului 4 se va inscrie in celula cu adre
0 (v. primul tact al primei itetd, fig. 3) a memoriei 3, ceea ce asigstabilirea gtrii initiale in prima pozie (x') a
registrului virtual.

In tactul patru al primei subitginare loc citirea celulei cu adresasDinregistrarea camutului ei in al doilea
registru 5.2. Din acest moment, pentru subjiéeede test ce vor urma, primul registru 5.1 vépfirtatorul” starilor
primului semnal de test (conform [2]), a#litn automatul virtual registrul 5.1 va juca rolul pazi a doua a
registrului virtual, iar al doilea registru 5.2clul primei poziii a registrului virtual (poziile registrului virtual sunt
numerotate de la stanga la dreapta).

(Aceasta duce la aceea stirile primului registru 5.1 va indica nuimul randului, iar strile registrului doi 5.2 -
numarul coloanei in tab. 1).

Sugestiv aceste tacturi pot fi prezentate absinatiodul urnitor:

Rgl |Rg2

Rg2 [Rgl
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unde: RAM - celulele (de la 0 la m-1) ale matriceimoriei operative 3; Rgl - primul registru 5.12Rgegistrul al
doilea 5.2;0 - suma modulo polinomuj(Z).

in a doua subitetie va avea loc inscrierea suméilB=1 (sau 9+1 (mod 1+z%%1) in urmitoarea celd de
memorie cu adresagl se va citi cotinutul celulei precedente cu adresai @elulei curente cu adresa 1. La nivel
abstract, dupdoua subiteraii, se contureazurmatorul tablou:

Re2 [Rgl|| [Rel [Rg2

\ A

RAM: 910 159!

Rg2 [Rgl

Nota: in linia “RAM” este prezentadtsecvera 9, 0, 1 care reprezintstirile succesive (corecte) ale pgitbr
registrului virtual.

Dupa a treia subitettge tabloul va fi urriitorul:

Rg2[Rel]| [Rgl[Re2
m-1 m-2 f A

RAM: o+ JoJoTo
vV Ay

Re2[Rgl| |[Rg2[Rgl

La finele ultimei subiter@ primul registru 5.1 va cgme starea penultimei celule, cu adresa m-2, igisteul doi
5.2 — starea ultimei celule, cu adresa m-1. Acstité vor reprezenta combiria de semnale (de test) finale care
trebuie 4 fie comparat cu cea de control.

e Rg2[Rgl]| [Rel1[Re2
m-1 m-2 (R

Ram:[oJ1]2] - [4]9[o[o]1i9:

'y iy i

Rg2 [Rgl e Rg2[Rgl | |[Re2[Rgl

De exemplu, Tn cazul analizat pentru comhiné(;s de semnale de test combiaade control este 1§

Este cunoscut faptubigentru autotestarea pseudoingleompled (cu rezolgia 100%), cand registrul automatului
liniar const din doui poziii, adici Deg(X)=2, sunt necesare trei itgiiale testare. In calitate de valoritiaie ale
registrului automatului este suficient de ales cimaghle 00, 01si 10 (in bazay).

Astfel, aplicarea dispozitivului propus permitealefectua autotestarea microcircuitelor de menwribinaritatea n

arbitrati ale celulelor de memorie (n>1). Rezduestrii Tn raport cu defedtile constante ale celulelor de memorie
este absoldtsi egak cu 1 (100%).
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